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Как известно, определение оптических постоянных кристаллов по их
спектрам зеркального отражения требует точного измерения спектраль-
ной зависимости абсолютного коэффициента отражения R{v) [*]. Такая
задача обычно решается заменой исследуемого кристалла в отражатель-
ной приставке спектрометра на эталонное зеркало. Часто, однако, по-
верхность образца, которая должна быть не менее нескольких десятков
мм2 для современных ИК-снектрометров, представляет собой мозаику
из нескольких кристалликов или естественную грань кристалла с зачер-
ненными дефектными участками поверхности и имеет сложную конфи-
гурацию, что позволяет измерять коэффициент отражения лишь в отно-
сительных единицах R o Tn(v). В таком случае R{v) = kRO TH (v), где
k переводной множитель, не зависящий от частоты, и переход от
спектра Дoтн(т) к спектру R{y) представляет собой дополнительную
экспериментальную задачу. В настоящей работе мы описываем простой
способ ее решения, основанный на измерении R{v) и, следовательно,
определении k на частотах ИК-лазера от малых участков поверхности
(0,4X0, 4 мм2 ). Достоинством данной методики является возможность
выбрать для измерений R (v) наиболее совершенный микроучасток по-
верхности образца, и существенно повысить тем самым точность после-
дующего определения оптических постоянных, а также возможность
проводить измерения для произвольного угла падения света.

Схема прибора представлена на рис. 1. Излучение Не— Ne-лазера
ЛГ-126 1 с X = 3,39 мкм, промодулированное прерывателем 2 с часто-
той 150 Гц, проходит через интерференционный фильтр 3 с полосой про-
пускания около А. = 3,39 мкм, гарантирующий высокую спектральную
чистоту излучения. Параболическое зеркало 4с f
луч лазера на образец 8, обеспечивая диаметр пятна в фокусе 0,3 мм.
Сферическое зеркало 9 с f = 25 мм фокусирует отраженный свет на
чувствительный элемент охлаждаемого жидким азотом Се-фоторе-
зистора ФСГ-22А 10. Измерительным прибором является селективный
микровольтметр В6-4. Образец 8 закреплен на эталонном плоском зер-
кале 7, установленном на препаратоводителе, что позволяет производить
контролируемые перемещения образца с точностью до 0,1 мм в гори-
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Рис. 1. Схема прибора: / ИК-лазер, 2 модулятор, 3 интер-
ференционный фильтр, 4 параболическое зеркало, 5 пластинка
Я/4, 6 дифракционный поляризатор, 7 эталонное зеркало,
установленное на препаратоводителе, 8 образец, 9 сфериче-

ское зеркало, 10 фоторезистор.

зонтальном и вертикальном направлениях в плоскости зеркала 7. Изме-
рение отражения образца относительно эталонного зеркала произво-
дится последовательным введением в луч образца и зеркала. При иссле-
довании поляризационных зависимостей перед образцом устанавлива-
ется пластинка А/4 5 и поляризатор 6.

Специальная проверка показала высокую линейность фоторезистора
ФСГ-22А как приемника излучения на А = 3,39 мкм. Поэтому при точ-
ной юстировке оптической схемы ошибка измерения определяется глав-
ным образом погрешностью измерительного прибора Вб-4. Юстировка
заключается в установке плоскости образца параллельно плоскости зер-
кала 7, что легко осуществляется при использовании лазера ЛГ-126,
имеющего генерацию в видимой области на длине волны А = 0,63 мкм.
Для этого зеркало 9 выводится из луча, который в данном случае посы-
лается на удаленный на 3—4 м экран, в луч вводится зеркало 7, и на
экране отмечается положение зайчика. Далее в луч вводится образец и
нажимом на уголки образца, приклеенного вязкой вакуумной смазкой
к зеркалу 7, добиваются совпадения зайчика от образца с отметкой на
экране. Затем микрометрическими винтами препаратоводителя образец
перемещается и изображения различных его участков рассматриваются
в отраженном свете. По резкой форме зайчика находится наиболее со-
вершенный микроучасток, отражение от которого и измеряется.

Прибор использовался для приведения к абсолютному коэффициенту
отражения ИК-спектров комплексов тетрацианохинодиметана (TCNQ),
записанных в относительных единицах [ 2 - 3 ]. Точность измерения коэф-
фициента отражения по отношению к эталонному зеркалу по оценке со-
ставляла 2%. Изучались также поляризационные зависимости при паде-
нии излучения, близком к нормальному. Такие измерения выполнены
для триклинного кристалла сложного комплекса с триэтиламмонием
TEA—TCNQ2 (пространственная группа Р1) [4 ]. В данном случае низ-
кая симметрия кристаллической решетки не определяет направление
главных осей тензора диэлектрической проницаемости и, следовательно,
поляризацию экстремумов отражения. На рис. 2 показана поляризаци-
онная зависимость отражения R Ар) для TEA—TCNQ 2 , где ср угол
между электрическим вектором Е падающего излучения и кристалло-
графической осью с, совпадающей с направлением стопок TCNQ. Изме-
рения проведены для наиболее развитой грани естественного роста
(100) монокристалла TEA—TCNQ 2 размером 3X0,5X0,2 мм на близкой
к максимуму полосы электронного поглощения частоте 2950 см~ 1 (А, =
= 3,39 мкм). Максимум {R n ) и минимум {R , ) отражения с угловой
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Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения от направления поля-
ризации ИК-излучения А, = 3,39 мкм для грани (100) кристалла
TEA—TCNQs. Точки результаты эксперимента, сплошная линия
аппроксимация по формуле, приведенной в тексте. Данные 1 и 2 со-
ответствуют различным участкам поверхности кристалла. На
вставке огранка естественного роста кристалла TEA—TCNQ2 .

точностью не хуже 2° отвечают поляризациям Е||с и Е_l_с соответст-
венно. Угловая зависимость в пределах ошибки измерений описывается
выражением /?(ср) =R , + {R, —R , )cos2 cp. Полученные результаты по-
казывают, что дипольный момент электронного перехода направлен
вдоль оси с (стопок TCNQ).

В заключение отметим, что применение в приборе зеркальной опти-
ки и фоторезистора ФСГ-22А с широкой спектральной областью чувст-
вительности позволяет, в принципе, проводить измерения и на других
ИК-частотах, используя, например, С0 2-лазер.
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